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はじめに： SrSi2は300Kで比較的大きな無次元性能指数ZT（0.15）を持つことから熱電変換材料

として注目されている[1]。SrSi2はナローギャップ半導体[2]またはワイル半金属候補物質[3]と言

われているが、その物性はまだよく解っていない。 

本研究では、垂直ブリッジマン（vB）法を用いて高品質SrSi2試料を作成した。vB試料の電気抵

抗率、ホール係数、比熱、ゼーベック係数、熱伝導度を測定した。 

実験：モル比 17 : 33の Sr、Siの混合物をアーク溶融し、Sr17Si33を合成した。アーク溶融法で作成

した Sr17Si33を原料とし、垂直ブリッジマン法で高品質 SrSi2を合成した。をはじめとする物性は

カンタムデザイン社ダイナクールを用いて測定した。 

結果：図１に vB試料の、ホール係数から求めたキャリア密度 nの温度依存性を示す。vB試料の

は、温度の上昇と共に増加し、100K 以上で減少する。nは 100K まではほとんど変化がないが、

100K 以上で増加する。このことから 100K 以上でのの減少は n の増加によるものであることが

わかる。当日は vB 試料の他の物性についても報告する予定である。 
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図 1 vB SrSi2の電気抵抗率、キャリア

密度 nの温度依存性。 
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